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Patenianspruchc: 



I. Antenne in Form cincs Dipols tnicr Unipols 
( i 2) fur den Empfang des amplitudcnmodulier- 5 
ten Rundfunks in einem unteren Frequenzhereich 
sowie des frequenzmoduliertcn Rundfunks in ci- 
nem oberen Frequenzhereich, bei der die Lange 
des Oipols inier Monopols S4) gewahlt isu daB sic 
im unteren Frequenzhereich schr kurz gegen die io 
Wellenlange ist. und bei der ierncr an die Aus- 
gangsklemmen (3, 4) des Dipols bzw. Monopols 
cine Frequenzweiche angcschlossen ist. an deren 
einen Ausgang der Obertragungsweg (5) fur den 
unteren Frequenzhereich und an deren anderen 15 
Ausgang der Obertragungsweg (6) f iir den oberen 
Frequcnzbereich angcschlossen 1st. und die Fre- 
quenzweiche eine TietpaBschaltung ( C,. L,, C : ) 
fur den unteren Frequenzhereich enthalt, deren 
Eingang an den Dipot bzw. Monopol angeschlos- « 
sen ist und deren Ausgang an die Steuerstrecke 
ernes Feldeffekttransistors ixier eines ahnlich wir- 
kenden eiektronischen Verstarkerelements mil 
hochohmig kapazitivem Eingang als Eingangs- 
transistor (9) des Obertragungsweges tur den un- 35 
teren Frequenzhereich angcschlossen 1st. und die 
Lanusindukiivitat ( L t ) der TiefpaGschaltung ganz 
odef teilweise die Primarspule eines Obertragers 
isu an dessen Sekundarspule (L 2 ) der Obertra- 
gungsweg (6) des obcren Frequenzbereichs ange- 30 
schlossen ist. dadurch gekennzeichnet. daB 
der Oberrrager ( L t . lose gekoppelt ist und einc 
primare und/oder sekundare Resonanz im oberen 
Frequenzhereich derart besitzt, daB bei gegebener 
Feldstarke der empfangenen Welle in Abhangig- 35 
keit von der Frequenz die Signalampluude im 
Obertragungsweg (6. 7) des oberen Frequenzbe- 
reichs ein Maximum bei der Resonanzfrequenz 
erreicht, wobei im Fail der primaren Resonanz die 
Pnmarspule (£.,) des Obertragers zusammen mit 40 
der Kapazitat des Dipols oder Monopols (1, 
den Bestandteilen der Tietpalischaltung (C,, L r 
C\) und der Eingangskapazitat des Eingangsver- 
starkerelements(9)des unteren Frequenzbereichs 
die Resonanz eruibt. und im Fall der sekundaren 45 
Resonanz die Sekundarspule ( L : ) des Obertragers 
zusammen mit der Eingangsimpedanz des Ober- 
trugungsweges des obcren Frequenzbereichs die 
Resonanz ergibt. 

2. Antenne nach Anspruch I, dadurch gekenn- 50 
zeichnet, daB in Scrie zur Pnmarspule ( L,) des 
Obertragers (L r L,) weitere Pnmarspulen von 
Obcrtragern liegen und an die Sekundarspuien 
( U) dieser Oberirager die Obertragungswege (7) 
weitercr gctrennter Frequenzbereiche ange- 55 
schlossen sind und jeder die>er Obertragungswege 
in Kombination mit der zu ihm gehorenden be- 
kundiirspule ( L.) innerhalb des zu ihm gehoren- 
den Frequenzbereichs eine Resonanz des Em- 
gangskreises besitzt (Fig. 6). 6 ° 

3. Antenne nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB an die Primarspule ( L x ) des Ober- 
tragers ( L,, L 7 ) mehrerc Sekundarspuien ( L 2 ) in- 
ilukuv angekoppelt sind und jede dieser Sekun- 
di.rspulen (L,) an einen gesonderten. von den 65 
anderen Frequenzbereiehen getrennten Obertra- 
uuncswee (6, 7) angeschlossen ist und jeder dieser 
llbertragungswege in Kombination mit der zuge- 



hongen Sekundarspule (/.,) innerhalb des zuge- 
horigen Frequenzbereichs eine Resonanz dor Ein- 
ganusschaltung besitzt (Fig. 7). 

4. Antenne nach Anspruch 3. dadurch gekenn- 
zetchneudaBder Obertruger [ L p L : ) einen stab- 
ronniuen Kerritkern besitzt und alle Spulen des 
Obertragers nebeneinander au! diesen f-errustab 
autgewickell sind (Fig. 8b). 

5. Antenne nach Anspruch I, dadurch gekenn- 
zeichnet. daB die Eingangsimpedanz des an die 
Sekundarspule (L ? ) angeschlossenen Obertra- 
gungsweges der hoheren Frequenzen aus der Se- 
nenschaltung eines Wirkwidersiandes und einer 
Kapazitat besteht (Fig. 5) oder wie eine solche 
Kombination wirkt, und die Kombination der In- 
duktivitai der Sekundarspule ( L : ) und der Ein- 
gangskapazitat dieses Obertragungsweges die se- 
kundiire Resonanz ergibi. 

h. Antenne nach Anspruch I . dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Eingangsimpedanz des Obertra- 
gungsweges der hoheren Frequenzen aus der Par- 
allelschaltung eines Wirkwiderstandes und einer 
Kapazitat (Fig. 4) besteht. oder wie eine solche 
Kombination wirkt. und die Kombination der In- 
duktivitat der Sekundarspule und der Eingangs- 
kapazitat dieses Obertragungsweges die sekun- 
dare Resonanz ergibi. 

7. Antenne nach Anspruch I. dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Zuleitungzwischen Antenne und 
Primarspule moglichst kurz und kapazitatsarm 
auseefiihn ist. 

8. Antenne nach Anspruch I. dadurch gekenn- 
zeichnet. daB die Zuleitnnu zwischen Pnmarspule 
und FeideU'ekttransistor moglichst kurz und kapa- 
zitatsarm ausgefuhn ist. 

9. Antennenach Anspruch I, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Steuerstrecke eines Transistors 
(10) an die Sekundarseite des Obertragers ge- 
schaltet ist und dieser Transistor den Eingang des 
Obertragungsweges (6. 7) der hoheren Frequen- 
zen darstellt. 

10. Antenne nach Anspruch 9. dadurch ge- 
kennzeichnet. daB die Induktivital der Sekundar- 
spule ( L,) so dimensioniert wird, daB zusammen 
mit der Eingangskapazitat des an sie angeschlos- 
senen Transistors (10) die sekundare Resonanz 
cntsteht. 

M. Antenne nach Anspruch 9. dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Kopplung des Obertragers 
(L,, L0 so eingestellt ist, daB die impedanz der 
Antenne als Quelle durch den Obertrager so an 
die Eingangsklemmen des Transistors (10) trans- 
formiert wird, daB die Rauschanpassung des Tran- 
sistors bei einer Frequenz des oberen Frequenzbe- 
reichs eintritt. 

12. Antenne nach Anspruch I, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Resonanzfrequenzen der 
Resonanz der Primarseite und der Resonanz der 
Sekundarseite gleich oder annahernd gleich sind. 

13. Antenne nach Anspruch 12. dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Resonanzschaltung der Pri- 
marseite und die Resonanzschaltung der Sekun- • 
diirseitc zusammen ein Bandfilter ergeben und die 
Kopplung des Obertragers ( L„ L 2 ) so eingestellt 
ist, daB kntische oder schwach uberkntische 
Kopplung besteht. 

14. Antenne nach Anspruch 13, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die B:mdbreiie des Bandfilters 
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durch eine Z.usatzkapazitat (C3) auf der Sekun- 
darseitc des Obertragers auf den fur den obcren 
Frequenzbereich gefordencn Wert eingestellt ist. 

15. Antcnne nach Anspruch 14. dadurch ge- 
kennzeichnet. daB das Bandf ilter so dimensionicn 
ist, daB cs die Antenne als Quelle so an die Ein- 
gangsklemmen des Transistors ( 10) transformiert, 
daB bestmogliche Rauschanpassung im ganzen 
oberen Frequenzbercich cntsteht, also dcr an den 
Eingangsklemmen des Transistors erscheinende, 
transformierte Innenwiderstand der Quelle in Ab- 
hangigkeit von der Frequenz in der komplexen 
Impedanzebene eine Schleifenkurve in der Umge- 
bung der fur Rauschanpassung optimalen Impc- 
danz erzeugt. 

16. Antenne nach Anspruch 9, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der GJeichstrom des Transistors 
(9) des Obertragungsweges (5) des unteren Fre- 
quenzbereichs auch durch den gleichstrommaBig 
in Serie geschalteten Transistor (10) des Obertra- 
gungsweges des oberen Frequenzbereichs flieBt. 

17. Antenne nach Anspruch 16, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB in der Verbindungsleitung der 
beiden Transistoren (9, 10) eine Drossel ( D) liegt. 
die so grofi gewahlt ist. daB nahe'zu keine WechseJ- 
strome des einen Transistors durch den anderen 
Transistor flieBen (Fig. 1 I). 

18. Antenne nach Anspruch I, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafl parallel zu den AnschluBklem- 
men der passiven Antenne ein Entiadungswider- 
stand (#1) liegt. 

19. Antenne nach Anspruch 18, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB in der Zuieitung von der passi- 
ven Antenne zur Pnmarspule des Obertragers ein 
Serienkondensator ( C5) liegt, der wesentlich gro- 
Ber als die Eigenkapazitat der Antenne ist. und 
der Entladungswiderstand so gewahlt ist, daB se:n 
Rauschen kieiner als das Eigenrauschen der 
Obcrtragungswege ist. 



Die Erfindung bezieht sich auf eine Antenne in 
Form eines Dipols oder UnipoJs fur den Empfang des 
amplitudenmodulierten Rundfunks in einem unteren 
Frequenzbercich sowie des frequenzmodulierten 
Rundfunks in einem oberen Frequenzbercich, wobei 
die Lange des Dipols oder Monopols so gewahlt ist, 
daB sie im unteren Frequenzbereich sehr kurz gegen 
die Welienlange ist. Ferner ist an die Ausgangsklem- 
men des Dipols oder Monopols eine Frcquenzweiche 
angeschlossen, an deren einen Ausgang der Obertra- 
gungsweg fur den unteren Frequenzbereich und an 
deren anderen Ausgang der Obertragungsweg fur den 
oberen Frequenzbereich angeschlossen ist. Hierbei 
enthalt ferner die Frequenzweiche fur den unteren 
Frequenzbereich eine TiefpaBschaitung. deren Ein- 
gang an den Dipoi oder Monopol angeschlossen ist 
und deren Ausgang an die Steuerstrecke eines Feldef- 
fekttransistors oder eines ahnlich wirkend n elektro- 
nischen Verstarkerelements mit hochohmig kapaziti- 
vem Eingang als Eingangstransistor des Obertra- 
gungsweges fiir den unteren Frequenzbereich ange- 
schlossen ist. Ferner ist di Langsinduktivitat der 
TiefpaBschaitung ganz oder t ilweise die Pnmarspule 
eines Obertragers. an dessen SekundarspuJe der 



Obertragungsweg des oberen Frequenzbereichs ange- 
schlossen ist. 

Die Fig. I heschreibt in einem eintachen Beispiel 
die Anordnung. viweit sie beim Betrieb des unteren 
5 Frequenzbereichs wirksam ist. Der kurze Dipol oder 
Monopol ist schema lisch als Ouelle 7 mit den Aus- 
gangsklemmen 3 und 4 dargcstellt. An diesc Klcm- 
men angeschlossen ist der TicfpaB, der im unteren 
Frequenzbereich durch seine Langsinduktivitat L\ 
io und die Ouerkapazitaten C, und C\ wirkt. Am Aus- 
gang des Tieipasses liegt das elektronische Verstar- 
kerelement 9 ? dargcstellt als Feldeffekttransistor. als 
Eingangstransistor des Obertragungsweges 5 des un- 
teren Frequenzbereichs. In Fig. 2 lindet man den 
is Obertrager, dessen Pnmarspule ( L K ) als Langsinduk- 
tivitat des Tiefpasses vor dem Eingang des Obertra- 
gungsweges 5 des unteren Frequenzbereichs licet und 
an dessen SekundarspuJe f L ; ) der Obertragungsweg 6 
des oberen Frequenzbereichs angeschlossen ist. 
ao Es gibt verschiedene Moglichkeiten zur GestaUunc 
der Frequenzweiche, wobei die zahlreichen bekannten 
Frequenzweichen hier insofern nicht anwendbar sine, 
ais sie fiir Qucllen mit reeUem Innenwiderstand und 
reelle Verbrauchenmpedanzen geschaffen sinu\ 
*5 InderdeutschenOS 1919 749 ist in den Fi u. 1 und 
2 eine Autoamenne in Form eines Monopol* "fur den 
Empfang der beiden Rundfunkbcrcichc beschneben. 
wobei die im unteren Frequenzbereich wirksamc 
elektrischc Lange des Monopols sicher kurz gegen die 
30 Welienlange ist. Fiir den unteren Frequenzbereich. 
sind der Punkt 14 der Fig. I der eine Anschluflpunkt 
des Monopols und die Icitende Karossene des Auto* 
der zweitc AnschluBpunkt. Der Puma 14 ist mit dem 
Punkt 15 von Fig. 2 verbunden, 16 ist die kleinc 
35 Langsinduktivitat des Tiefpasses und 4 der Eingangs- 
transistor des Obertragungsweges des unteren Fre- 
quenzbereichs. Die Ouerkapazuaten C, und C\ dcr 
TiefpaBschaitung sind in diesen Figuren nicht geson- 
dert gezeichnet, sondem sind die* unvermeidbaren 
40 Schaltungskapazitaten einschliefilich der Kapazttat 
der Schutzdiodc 18. In der OS ist die Ankopplune 
des zweiten Obertragungsweges dadurch erfolgt. daLi 
die Antenne eine kompliziertere Form besitzt und mit 
Hilfe der zwisthen den Leitern 2 und 7 besiehenden 
45 KapaziiatinzweiTeilederart gcieilt ist, daB am Punkt 
10 das Signal des obcren Frequenzbereichs eninom- 
men werden kann, ohne daB an diescm Punkt merkli- 
che Anteile eines Signals des unteren Frequenzbe- 
reichs bemcrkbar sind. Die Frequenzweiche ist don 
50 also Bestandtcil der Antenne im allgemeinsten Sinn. 
In dcr deutschen OS 21 15657 ist eine Anordnung. 
fur den brcitbandigen Empfang im unteren Frequenz- 
bereich beschneben, wobei der Eingangstransistor T. 
fur den unteren Frequenzbereich so gewahlt ist. daB 
55 ereine hochohmig kapazittve Eingangsimpedanz be- 
sitzt, z. B. ein Feldeffekttransistor isL In den Fig. 7 
und 8 dicser OS erzeugt die Spule L, ein TicfpaBver- 
halten. Die Auftrennung in zwei Ohertraeuncswege 
fiir die verschiedenen Frequenzbereiche \rrfoiet in 
60 Fig. 11 am Ausgang des Transistors T,. 

in der US-PS 3465344 ist in Fig. I eine Anord- 
nung beschrieben. bei der ein Empfanger 7 an seinem 
Eingang eine abstimmbarc Resonanzschahung besitzt 
und uber die Pnmarspule eines Obertragers an eine 
65 Antenne 5 angeschlossen ist und an die Sekundar- 
spule des Obertragers 13 der Empfanger 9 ange- 
schlossen ist. 

Die DT-AS 1 275 701 zeigt in ihrer Fig. 7 die Se- 
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